
 

空間反転対称性の破れた超伝導体LaNiC2における不純物効果 
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LaNiC2は Tc = 3.0 K で超伝導転移を示すが、その結晶構造に空間反転対称性

を欠いており、空間反転対称性の破れが電子対形成に及ぼす影響が盛んに調べ

られている。最近、ミュオンスピン回転や、精密磁化測定により超伝導転移に伴う自

発磁化の発生が観測されており[1,2]、その超伝導状態を理解するためには超伝導

ギャップ構造を明らかにすることが非常に重要である。これまでに低温での比熱が温

度に対して冪乗でフィットできることから非従来型超伝導であることが指摘されている

一方 [3]、通常の熱活性型の温度依存性で説明できるとも報告されており[4]、その

超伝導ギャップ構造は未だ決定されていない。  

今回我々は LaNiC2 の単結晶に電子線を照射することにより点欠陥を導入し、そ

の不純物効果を調べた。ここで、不純物効果は超伝導ギャップ構造を敏感に反映

することが知られている。また、電子線照射による不純物導入は従来の元素置換に

よる不純物導入と比べてキャリア数や格子定数の変化が小さく、さらに同一試料で

不純物の影響を比較することができる[5]。電子線を照射したところ、不純物散乱の

量を反映する残留電気抵抗率が増大しており、点欠陥が導入されたことが確認され

たが、超伝導転移温度の変化は僅か数パーセントであった。 

講演では、電子線の照射前後での電気抵抗率、上部臨界磁場や磁場侵入長の

温度依存性の変化から考えられる超伝導ギャップ構造について報告すると共に、先

行研究による超伝導転移に伴う自発磁化の発生について議論したい。 
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